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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年8月29日(2017.8.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上のケイ素含有層をプラズマエッチングする方法であって、
　基板上に該ケイ素含有層を有するチャンバ内に、
　　Ｃ２Ｆ４Ｓ２（ＣＡＳ　１７１７－５０－６）、Ｆ３ＣＳＨ（ＣＡＳ　１４９３－１
５－８）、Ｆ３Ｃ－ＣＦ２－ＳＨ（ＣＡＳ　１５４０－７８－９）、Ｆ３Ｃ－ＣＨ２－Ｓ
Ｈ（ＣＡＳ　１５４４－５３－２）、ＣＨＦ２－ＣＦ２－ＳＨ（ＣＡＳ　８１２－１０－
２）、ＣＦ３－ＣＦ２－ＣＨ２－ＳＨ（ＣＡＳ　６７７－５７－６）、Ｆ３Ｃ－ＣＨ（Ｓ
Ｈ）－ＣＦ３（ＣＡＳ　１５４０－０６－３）、Ｆ３Ｃ－Ｓ－ＣＦ３（ＣＡＳ　３７１－
７８－８）、Ｆ３Ｃ－Ｓ－ＣＨＦ２（ＣＡＳ　３７１－７２－２）、Ｆ３Ｃ－ＣＦ２－Ｓ
－ＣＦ２－ＣＦ３（ＣＡＳ　１５５９５３－２２－３）、Ｆ３Ｃ－ＣＦ２－ＣＦ２－Ｓ－
ＣＦ２－ＣＦ２－ＣＦ３（ＣＡＳ　３５６－６３－８）、ｃ（－Ｓ－ＣＦ２－ＣＦ２－Ｃ
ＨＦ－ＣＦ２－）（ＣＡＳ　１０３５８０４－７９－５）、ｃ（－Ｓ－ＣＦ２－ＣＨＦ－
ＣＨＦ－ＣＦ２－）（ＣＡＳ　３０８３５－８４－８）、ｃ（－Ｓ－ＣＦ２－ＣＦ２－Ｃ
Ｆ２－ＣＦ２－ＣＦ２－）（ＣＡＳ　２４３４５－５２－６）、ｃ（－Ｓ－ＣＦＨ－ＣＦ

２－ＣＦ２－ＣＦＨ－）（２Ｒ，５Ｒ）（ＣＡＳ　１５０７３６３－７５－８）、ｃ（－
Ｓ－ＣＦＨ－ＣＦ２－ＣＦ２－ＣＦＨ－）（２Ｒ，５Ｓ）（ＣＡＳ　１５０７３６３－７
６－９）、及びｃ（－Ｓ－ＣＦＨ－ＣＦ２－ＣＦ２－ＣＨ２－）（ＣＡＳ　１５０７３６
３－７７－０）
からなる群から選択される化合物の蒸気を導入することと、
　前記チャンバ内に不活性ガスを導入することと、
　プラズマを発生させて前記蒸気から活性化した蒸気を生成することと、
　前記活性化した蒸気が前記ケイ素含有層と選択的に反応して形成される揮発性副産物を
前記チャンバから除去することと、
を含む、方法。
【請求項２】
　前記化合物がＣ２Ｆ４Ｓ２（ＣＡＳ　１７１７－５０－６）である、請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記化合物が、Ｆ３ＣＳＨ（ＣＡＳ　１４９３－１５－８）、Ｆ３Ｃ－ＣＦ２－ＳＨ（
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ＣＡＳ　１５４０－７８－９）、Ｆ３Ｃ－ＣＨ２－ＳＨ（ＣＡＳ　１５４４－５３－２）
、ＣＨＦ２－ＣＦ２－ＳＨ（８１２－１０－２）、ＣＦ３－ＣＦ２－ＣＨ２－ＳＨ（ＣＡ
Ｓ　６７７－５７－６）、及びＦ３Ｃ－ＣＨ（ＳＨ）－ＣＦ３（ＣＡＳ　１５４０－０６
－３）からなる群から選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記化合物が、Ｆ３Ｃ－ＣＨ２－ＳＨ（ＣＡＳ　１５４４－５３－２）である、請求項
３に記載の方法。
【請求項５】
　前記化合物が、Ｆ３Ｃ－Ｓ－ＣＦ３（ＣＡＳ　３７１－７８－８）、Ｆ３Ｃ－Ｓ－ＣＨ
Ｆ２（ＣＡＳ　３７１－７２－２）、Ｆ３Ｃ－ＣＦ２－Ｓ－ＣＦ２－ＣＦ３（ＣＡＳ　１
５５９５３－２２－３）、及びＦ３Ｃ－ＣＦ２－ＣＦ２－Ｓ－ＣＦ２－ＣＦ２－ＣＦ３（
ＣＡＳ　３５６－６３－８）からなる群から選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記化合物が、ｃ（－Ｓ－ＣＦ２－ＣＦ２－ＣＨＦ－ＣＦ２－）（ＣＡＳ　１０３５８
０４－７９－５）、ｃ（－Ｓ－ＣＦ２－ＣＨＦ－ＣＨＦ－ＣＦ２－）（ＣＡＳ　３０８３
５－８４－８）、ｃ（－Ｓ－ＣＦ２－ＣＦ２－ＣＦ２－ＣＦ２－ＣＦ２－）（ＣＡＳ　２
４３４５－５２－６）、ｃ（－Ｓ－ＣＦＨ－ＣＦ２－ＣＦ２－ＣＦＨ－）（２Ｒ，５Ｒ）
（ＣＡＳ　１５０７３６３－７５－８）、ｃ（－Ｓ－ＣＦＨ－ＣＦ２－ＣＦ２－ＣＦＨ－
）（２Ｒ，５Ｓ）（ＣＡＳ　１５０７３６３－７６－９）、及びｃ（－Ｓ－ＣＦＨ－ＣＦ

２－ＣＦ２－ＣＨ２－）（ＣＡＳ　１５０７３６３－７７－０）からなる群から選択され
る、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ケイ素含有層が、酸化ケイ素、窒化ケイ素、ポリシリコン、又はそれらの組合せの
層を含む、請求項１ないし請求項６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記チャンバ内に酸化剤を導入することを更に含む、請求項１ないし請求項６のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記酸化剤が、Ｏ２、Ｏ３、ＣＯ、ＣＯ２、ＮＯ、Ｎ２Ｏ、ＮＯ２、及びそれらの組合
せからなる群から選択される、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記チャンバ内に、ｃＣ５Ｆ８、ｃＣ４Ｆ８、Ｃ４Ｆ８、Ｃ４Ｆ６、ＣＦ４、ＣＨ３Ｆ
、ＣＦ３Ｈ、ＣＨ２Ｆ２、ＣＯＳ、ＣＳ２；ＣＦ３Ｉ；Ｃ２Ｆ３Ｉ；Ｃ２Ｆ５Ｉ；ＳＯ２

；ｔｒａｎｓ－１，１，１，４，４，４－ヘキサフルオロ－２－ブテン；ｃｉｓ－１，１
，１，４，４，４－ヘキサフルオロ－２－ブテン；ヘキサフルオロイソブテン；ｔｒａｎ
ｓ－１，１，２，２，３，４－ヘキサフルオロシクロブタン；１，１，２，２，３－ペン
タフルオロシクロブタン；１，１，２，２－テトラフルオロシクロブタン；及びｃｉｓ－
１，１，２，２，３，４－ヘキサフルオロシクロブタンからなる群から選択されるエッチ
ングガスを導入することを更に含む、請求項１ないし請求項６のいずれか一項に記載の方
法。
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